WNIOSEK O PROWADZENIE KIERUNKU STUDIOW

1. Proponowany kierunek studiow: Inzynieria nanostruktur (Nanostructure engineering)

2. Specjalnosci w ramach proponowanego kierunku studiéw:

3. Specjalizacje w ramach proponowanego kierunku studiéw: -

4. Jednostka(i) majaca(e) prowadzi¢ kierunek:

Wydzial Fizyki, Uniwersytet Warszawski (Faculty of Physics, University of Warsaw),
Wydzial Chemii , Uniwersytet Warszawski (Faculty of Chemistry University of Warsaw)

obszar ksztalcenia: nauki Scisle

poziom ksztalcenia: studia II stopnia

profil ksztalcenia: ogélnoakademicki

forma studidéw (stacjonarne/niestacjonarne), czas trwania studiéw:
stacjonarne, 120 ECTS, 4 semestréow

tytul zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

5. Rekrutacja:

zalacznik A:

Al. Wymagania stawiane kandydatom (wymagane dokumenty)
A2. Warunki i tryb rekrutacji

A3. Zasady odplatnosci

A4. Przewidywana liczba studentéw/limit przyjec

6. Opis studiow:
zatacznik B:

B1. Cele ksztalcenia
B2. Efekty ksztalcenia
B3. Program studidow

7. Informacja o jednostce prowadzacej studia:

zatacznik C:

Cl. Informacja o minimum kadrowym

C2. Informacja o infrastrukturze zapewniajacej prawidtowa realizacje celow ksztatcenia

C3. Informacja o dostgpie do biblioteki wyposazonej w literature zwiazana z nowym kierunkiem

C4. Informacja o prowadzonych przez jednostke badaniach naukowych w dyscyplinie lub
dziedzinie zwigzanej z nowym kierunkiem

CS. Informacja o liczbie studentéw stacjonarnych i niestacjonarnych oraz proporcji na kazdych
prowadzonych przez jednostke studiach oraz udokumentowanie (dla studiow stacjonarnych), ze
co najmniej potowa programu ksztalcenia jest realizowana w postaci zaje¢ dydaktycznych
wymagajacych bezposredniego udzialu nauczycieli akademickich i studentow

8. Kosztorys studidow zawierajacy kalkulacj¢ kosztow i wysokos¢ optat na studiach ptatnych
Studia bezplatne




9. Uchwah(y) rady wydziatu/rad wydzialéw/rady miedzywydziatowej jednostki organizacyjnej
whnioskujaca(e) do Senatu UW o kierunek studiow oraz Porozumienia:

zatacznik E:
El. Uchwaly
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*  Data podpis Dziekana (6w) /Kierownika (6w)
podstawowej jednostki organizacyjnej

ZALACZNIK A
Al. Wymagania stawiane kandydatom:

Preferowany profil kandydata: umiejetnosé rozwiazywania niestandardowych probleméw, sprawnos$é
W przeprowadzaniu rachunkéw analitycznych i numerycznych, zamilowanie do samodzielnego
myslenia i dociekliwos¢, tatwosé przyswajania wiedzy i umiejetnosé jej zastosowania oraz spetnienie
wymogow punktu A2.

Studia II stopnia na makrokierunku »Inzynieria nanostruktur” odbywaja si¢ w ramach trzech
Sciezek ksztalcenia: Fotonika (Photonics), Modelowanie Natostruktur i Nowych Materiatow
(MONASTR) (Modeling of Nanostructures and Novel Materials), Nanotechnologie i
Charakteryzacja Nowych Materialéw (NiChNM) (Nanotechnologies and the Characterization of
Novel Materials). Studenci maja do wyboru zajecia profilowane na zdobycie specjalistycznego
wyksztalcenia zwigzanego z nanotechnologiami, zagadnieniami bedacymi aktualnymi problemami
naukowymi i realizacji programu studiow II stopnia we wspélpracy z grupami badawczymi.

Po pierwszym semestrze Il etapu studiow, studenci moga wybra¢ Sciezke ksztalcenia. W tym celu
musza uda¢ si¢ do opiekuna danej $ciezki, ktory przedstawi mozliwosci wykonywania prac
magisterskich oraz ich opiekunéw. Opiekun bedzie ustalat z kazdym studentem indywidualny program
studiéw w zakresie wybieranych przedmiotow.

Preferowany profil kandydata dla $ciezki Fotonika: zainteresowanie technologia, charakteryzacja i
badaniami w zakresie materiatow tworzonych na potrzeby fotoniki oraz konstrukcja i badaniami
przyrzadéw fotonicznych. Spetnienie wymogow punktu A2,

Preferowany profil kandydata dla $ciezki Modelowanie Natostruktur i Nowych Materialéw
(MONASTR): zainteresowanie modelowaniem komputerowym i wieloskalowymi symulacjami
komputerowymi dotyczacymi nanostruktur i nowych materialéw oraz spetnienie wymogéw punktu
A2.

Preferowany profil kandydata dla $ciezki Nanotechnologie i Charakteryzacja Nowych Materialéw
(NiChNM): zainteresowanie wytwarzaniem i charakteryzacja nanostruktur i nowych materialow oraz
spetnienie wymogéw punktu A2.




